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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成26年10月9日(2014.10.9)

【公開番号】特開2013-51340(P2013-51340A)
【公開日】平成25年3月14日(2013.3.14)
【年通号数】公開・登録公報2013-013
【出願番号】特願2011-189231(P2011-189231)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  33/08     (2010.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  33/00    １２０　

【手続補正書】
【提出日】平成26年8月22日(2014.8.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８２】
　絶縁層１１６は、第２クラッド層１０８上であって、柱状部１１１の側方（平面視にお
ける、柱状部１１１の周囲）に形成されている。絶縁層１１６は、柱状部１１１の側面に
接していることができる。絶縁層１１６の上面は、例えば、コンタクト層１１０の上面１
１５と連続している。絶縁層１１６としては、例えば、ＳｉＮ層、ＳｉＯ２層、ＳｉＯＮ
層、Ａｌ２Ｏ３層、ポリイミド層などを用いることができる。絶縁層１１６として上記の
材料を用いた場合、電極１１２，１１４間の電流は、絶縁層１１６を避けて、該絶縁層１
１６に挟まれた柱状部１１１を流れることができる。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９５】
　なお、発光装置１００では、出射部１８１，１８６についてもＩＩ族またはＸＩＩ族の
元素が拡散されることができる。そのため、出射部１８１，１８６におけるＣＯＤ破壊も
抑制することができる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１３５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１３５】
　発光装置１０００では、基板１１０２として、ＧａＡｓ基板を用いた。第１クラッド層
１１０４として、ＩｎＧａＡｌＰ層を用いた。活性層１１０６として、ＩｎＧａＰウェル
層およびＩｎＧａＡｌＰバリア層を用いた。第２クラッド層１１０８として、ＩｎＧａＡ
ｌＰ層を用いた。コンタクト層１１１０として、ＧａＡｓ層を用いた。第１電極１１１２
として、Ｃｒ層、ＡｕＧｅ層、Ｎｉ層、Ａｕ層の順序で積層したものを用い、基板１１０
２の下面全面に形成した。第２電極１１１４として、コンタクト層１１１０側からＣｒ層
、ＡｕＺｎ層、Ａｕ層の順序で積層したものを用いた。
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